
絶対最大定格 電気的特性 
記　号 規　格　値 単位 

（Ta＝25℃） （Ta＝25℃） 
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※: PW≦100μs,  duty≦1%
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イ：品名　 
ロ：ロット番号 

（単位 ： mm） 
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■ ID―VDS 特性 

■RDS（ON）― ID特性

■ IDR―VSD特性

■ ID―VGS 特性 ■VDS ―VGS特性（代表例） ■Re（yfs）― ID 特性
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■ASO 曲線（単発パルス） 
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■RDS（ON）―TC特性 ■Capacitance―VDS 特性
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